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im VEB Kombinat Mikroelektronik

Low-Power-Schottky-Schaltkreise
des VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder

(Fortsetzung und SchluB)

Im ersten Teil des Beitrages (Applikative Information 8 (1987) H. 1) wurde die
Gesamtiibersicht (Typenbezeichnungen und Funktionen) sowie die AnschluBbelegun-
gen und allgemeine Grenz- und Kennwerte der LS-Schaltkreise des VEB HWF ge-
bracht.

7u den Schaeltkreisen DL 014 D /2/, /20/, DL 037 D /2/, /6/, DL 038 D /2/, /6/,
DL 040 D /2/, /6/, DL 051 D /3/, /9/, DL 086 D /3/, /10/, DL 090 D /2/, /8/,
DL 093 D /2/, /8/, DL 112 D /2/, /18/, DL 123 D /2/, /19/, DL 132 D /2/, /20/,
DL 155 D /3/, /11/, DL 115 D /3/, /12/, DL 192 D /2/, /7/, DL 193 D /2/, //,
DL 194 D /3/, /13/, DL 251 D /3/, /14, DL 253 D /3/, /14/, DL 257 D /3/, /14/,
DL 295 D /3/, /15/, DL 8121 D /3/, /16/ und DL 8127 D /3/, /21/ wurden schelt-
kreisspezifische Daten und Einsatzmdglichkeiten verdffentlicht.

In der vorliegenden Fortsetzung sind Daten und Einsatzmdglichkeiten der
Schaltkreise DL 032 D /4/, /17/, DL 083 D /4/, /23/, DL 164 D /4/, /24/,
DL 259 D /4/, /25/, DL 299 D /4/, /26/, DL 374 D /4/, /27/, DL 540 D

/4/, /28/, DL 541 D /4/, /28/, DL 2631 D /4/, /22/ und DL 2632 D /4/, /22/
sowie eine Literaturiibersicht enthalten.

AI 8(1987) H.2



3.9. Logik-Schaltkreise DL 032 D, DL 083 D

Tabelle 19: Spezifische Kennwerte

Kenngrose Bedingungen min, type. mex. Einheit
statische Kennwerte
UCC = 5,25V
DL 032 D
Tocw 5,0 9,8 mA
IGCH UCC = 5,25V 4,2 6,2 mA
DL 083 D
IGCL 22 39 mA
ICCH 20 34 mA
ICCB:L 20 34 mA
dynamische Kennwerte
DL 032 D Uge = 5V
= 500 Ohm
CL = 50 pF
tPLH 11 22 ns
tPHL 13 22 ns
DL 083 D Uog = 5V
= 500 Ohm
CL = 50 pF
tpry CIN—S1 19 28 ns
CIN—COUT 23 ns
A, B-=COUT 14 23 ns
A, B—=S1 20 28 ns
tPHL CIN—S1 19 28 ns
CIN—=COUT 15 20 ns
A, B-COUT 13 23 ns
A, B=S1i 14 28 ns

Der Schaltkreis DL 032 D enthdlt vier OR-Gatter mit je zwei Eingéngen; Y = A + B.

Der Schaltkreis DL 083 D ermdglicht die Addition von zwei 4-Bit-Biniéirzahlen mit schneller Uber-
tragsbildung. Durch den tbertragseingang CIN ist eine beliebige Erweiterung der BitgroBe méglich.
An den Ausgéngen S1 <.. S4 steht die Summe und am Ausgang COUT der Endiibertrag zur Verfiigung

(se GLe T)e

CIN + (A1 + B1) + 2(A2 + B2) + 4(A3 + B3) + 8(A4 + B4) = S1 + 282 + 4S3 + 884 + 16COUT @)

3.10, Latch und Schieberegister DL 164 D, DL 259 D, DL 299 D

Tabelle 20: Spezifische Kennwerte

KenngridSe Bedingungen min. typ. max. Einheit
Upe = 5,25 V statische Kennwerte

Ioc (DL _164 D) 13 27 mA
A, B auf Low; CIR,
CLK auf High

Igc ( DL _259 D) elle Eingiinge 20 36 mA

auf Low



Fortsetzung Tabelle 20

KenngroBe Bedingungen min. typ. max. Einheit
%,c_zm ?E'Lig; éﬁf'u%': gﬁx statische isxmwer't:es3 -

auf High
“Iog (@ Upg = 2,4 V 2,6 mA
Iy, (@ Upy = 05V 24 -
I;jy (4 ... H) 1 40 JuA
-I;; (S0, S1) 520 720 P

dynamische Kennwerte

Ugg =57V

RI. = 500 Ohm

C;, = 50 pF
_?_;T;ﬂ_p 25 35 MHz
tPLH CLE—=Q 20 29 ns
tpgr, CLE—=Q 20 29 ns
tPHI. TIR—Q 23 32 ns
DL 259 D
tpy, CLE—Y 22 27 ns
tppy DI—Y 24 32 ns
tpg DI —=Y 15 21 ns
tprg 4y By C—X N 38 ns
tpy, As By C—Y 24 29 ns
tprg G—=Y 24 35 ns
tpg, G—=Y 24 ns
DL 299 D
oox 25 30 NHz
tprm CLK—=Q" 26 33 ns
o CLK—=Q' 27 33 ns
oy CIR—=Q' 32 40 ns
tprg CLE—=Q 22 25 ns
tpgr, CLE—=Q 30 39 ns
tpyy, CIR—=Q 21 40 .
tpg 0F —=Q 20 30 ns
tpgy OE—Q 14 21 us
tprz OB—=Q 12 I ne
tpgy OE—=Q 10 15 ns

Der Schaltkreis DL 164 D ist ein schnelles 8-Bit-Schieberegister fiir Serien-Parallel-Umsetzung.
Die seriellen Daten werden iiber ein AND-Gatter mit zwei Eingingen iiber die L/H-Flanke des Taktes
in die Register eingetragen. Mit dem Rlicksetzeimgang kinnen unabhingig vom Takt alle Registersus-
gnge auf Low gesetzt werden.



rabelle 21: Logiktabelle DL 164 D

Eingéinge Ausginge

CIR & B CLK Q Qg +-- Y

L X X X L L eee L

H X X L Qo Qo *** %o
H #H H ¢ Qq o %n
H L X t Qp o Un
H X L } Qp ++* Un

Anmerkung:
X Zustand beliebig
} = L/H-Flanke
Qo Qg0 Qo = Pegel von Q,, Qg bzw. Q bevor die statischen Eingengsbedingungen
angelegt werden
= Pegel von Qy e QG vor der letzten Schaltflanke an CLK

QAn’ QGn

Der Scheltkreis DL 259 D enthdlt acht adressierbare Auffengregister, die mit Hilfe der AdreBSein-
génge A, B, C angewdhlt werden konnen. Die Arbeitsweise des Schaltkreises wird durch die Ein-
gange Clear (TLR) und Enable (T) entsprechend Tabelle 22 gesteuerte

Tabelle 22: Logiktabelle DL 259 D

Funktion Eingénge Ausgénge

CtR G DI A B C YO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 X7

Clear L H X X X X L L L L L L L L
Speichern H H X X X X g0 g1 @ @3 a4 a5 Q6 q7
Adressierbares H L 4 L L L d q1 @2 q¢3 a4 95 a6 q7
Lttt B L & H L L © 4 q q3 a4 a5 a6 af
E L 4 H H H © a1 g q3 a4 q5 b6 4d

1 aus 8-Dekoder L L H L L L H L L L L L L L
L L H H L I L H L L L L L L

1 'L H H H H 71 1 L L L L L H

Im "Clear™-Zustand sind alle Ausginge Low, unabhinglg von der Belegung des Dateneinganges und der
Belegung der AdrefBeingsnge. In der Arbeitswelse nSpeichern® behalten alle Ausginge den diesem Zeit-
punkt entsprechenden Pegel bei, unabhingig vom Pegel am Dateneingang bzw, an den Adresselingtngen,
In der Arbeitsweise npdressierbares Latch" wird der Pegel vom Dateneingang in das adressierte Latch
fibernommen, wshrend alle fibrigen Auffangregister im Zustand "Speichern® sind. Um die Moglichkeit
der {fbernahme fehlerhafter Informationen in die Auffangregister auszuschliefen, sollte der Enable-
Eingang wshrend des Adressenwechsels auf High (inaktiv) liegen.

Der Schaltkreis DL 259 D 148t sich auch als 1 aus 8-Dekoder betreiben. Dabei wird der H-Pegel des
Dateneinganges zum Ausgeang des adressierten Latch ilibertragen. Alle librigen Ausgénge liegen an Low.

Der Schaltkreis DL 299 D ist ein Universalschieberegister, dessen acht Registerzellen aus D-Flip-
Flops aufgebaut sind und synchron mit der 1/H-Schaltflanke am CLK-Eingang getaktet werden. Uber die
Steuereingénge SO und S1 konnen die Betriebsarten "Parallel Laden", nSpeichern", "Schieben Links"
und "Schieben Rechts" realisiert werden (s. Tebelle 23). Unabhéngig vom Takt und von der Betriebs-
artensteuerung kénnen mit einem Signal am Eingang CLR alle Flip-Flops zuriickgesetzt werden.
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Das Schalten der Tristate-Ausgénge AbA coe HhH in den hochohmigen Zustand erfolgt bei der Betriebs-
art "Perellel Laden" (SO = S1 = H) bzw. durch ein H-Signal an einem der beiden Enable-Eingénge

(OE7 bzw. OE2). Davon werden die seriellen Funktionen sowie deren Ausgénge (QA bzw. QH) und das
Riicksetzen nicht beeinfluBt.

4.3. Leistungsarme Bustreiber DL 374 D, DL 540 D, DL 541 D

mabelle 24: Spezifische Kennwerte

i i Bed ugsnge min. typ- mex.  Einheit
I (DL 374 D) Uge = 5,25V statische Kemwerte "
OF euf High

DL 540 D

Teer 24 45 o
Tocn 13 25 mA
Tooz 30 52 mA
DL 541 D

Tecn 29 52 mA
ICCH 18 32 ik
oz 31 55 m
DL 374 D

“Tor Uy = 204V 2,6 w
Ton Uy, = 05 V 7, m

DL %40 D/ DL 541 D

-Ion Uog = 2V 15 mA
“I1q, 20 200 /uA
-Ios 40 130 225 mA
dynemische Kennwerte
DL 374 D Uge = 5V
B’L = 500 Ohm
fhax 30 35 MHZ
— 18 28 ns
th CLK—=Q "
22 ns
tPHI' CLE—=Q o
18 ns
tpgy, OE—Q :
R 17 2 ‘ns
tpgm OE—=Q

— 14 25 ns
b ﬁ_ _,.Q 9 20 ns
$pHz OF Q
DL 540 D/ DL 541 D .

—i 9 ns
th : i 12 17 ns
SpmL, A—=Y 12 18 ns
tPHI. A—=Y 12 20 ns



Fortsetzung Tabelle 24
dynamische Kennwerte

Kenngrofe Bedingungen min. type. max. Einheit
tpyr, OBl 0E2 —=Y 18 36 ns
tpgy A —Y 11 25 ns
tpgn A—eY 12 25 ns
tPLZ A—eY 19 28 ns
tprgy A—=Y 21 35 ns
tpuz, A—=Y, ¥ 11 18 ns

Der Schaltkreis DL 374 D enthélt acht tektflankengetriggerte D-Flip-Flops. Mit der L/H-Flenke des

gemeinsamen Taktes werden die an den jeweiligen Dateneingéngen enliegenden Informationen in die

acht Flip-Flops eingeschrieben, Durch die - iiber das Enable-Signel (0E = H) - in den Tristate-

7Zustend schaltbaren Ausgiénge, 1ldB8%t sich der Schaltkreis vorteilhaft fiir busorientierte Anwendungen
einsetzen.

Tabelle 25: Logiktabelle DL 374 D

Eingénge Ausgénge

OE CLK D Q

I L H H

L 4 L L

L L X Q (Speicherzustand)
H X X Z (Tristate)

A kung :

nmer X = Zustand beliebig

L/H~- Flanke
hochohmiger Zustand

N -
n

AnschluBbelegung DL 374 D /4/

1 OF Enable-Eingang 8 4D FP-Eingang 15 6Q Ausgang

2 1Q Ausgang 9 4Q Ausgang 16 7Q Ausgang

3 1D FF-Eingang 10 M Masse 17 7D FF-Eingang

4 2D FF-Eingang 11 CLK Takteingang 18 8D FF-Eingang

5 2Q Ausgang 12 5Q Ausgang 19 8Q Ausgang

6 3Q Ausgang 13 5D FF-Eingang 20 Uy, Betriebsspannung
7 3D FF-Eingang 14 6D FF-Eingang

Die Schaltkreise DL 540 D und DL 541 D sind Leitungstreiber mit geringer Stromaufnahme fiir 8-Bit-
Wortbreite. Uber die Enable-Eingsinge OE1 und OEZ2 kdnnen die Ausginge Y8 ... Y1 (Anschlisse 11 ... 18
beim DL 540 D) bzw. Y8 ... Y1 (Anschlisse 11 ... 18 beim DL 544 D) in den Tristate-Zustand gebraoht
werden (s. Tabelle 26). Durch die AnschluB-Belegung der Schaltkreise — auf einer Seite alle Elnglinge
und gegenliber alle Ausgiénge — sind sle vorteilhaft fir Ausgabeports von Mikroprozessoren einzusetszen.
Gleichzeitig vereinfacht sich das Platinemlayout, und die Leiterplatten-Bestlickungsdichte kann er-
hdht werden.

Tabelle 26: Logiktabelle DL 540 D/ DL 541 D

Eingédnge Ausgtnge

OE1 OE2 A Y (DL 540 D) Y (DL 541 D)

L L L L H

L L H H L Anmerkung :

H X X Z Z X = Zustand beliebig

X H X Z Z Z = hochohmiger Zustand
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4o4e Serieller Schnittstellen-Treiber BL 2631 D und -Empfénger DL 2632 D

Tabelle 27: Spezifische Kennwerte

KenngroBe Bedingungen min. typ. mex. Einheit
DL 2631 D statische Kennwerte
‘UODl Ugg = 4s75 V 2 2,6 v
N Ugg = 4,75 V 0,4 v
[Uocl Use = 5,25V 1,5 3 v
8|0yl Ugg = 5925 V 0,4 v
Ioc Uso = 5,25 V 55 80 mA
% e
DL 2632 D
+ Upy “TVEU, 8TV 0,2 v
- UTL 0,2
+ Upg -12V=UIc=12V 0,4 v
- Iog = 440 /uA
- Upg, -2V =T =127 0yh v
IOL = 16 mA
Isc 8% : ﬁg;ﬁ 50 70 mA
dynamische Kennwerte
Ugg = 5V
R'L = 500 Ohm
CL = 50 pF
DL 2631 D
tp Ry, = 100 Ohm 15 25 ns
term 14 20 ns
$pp, 16 23 ns
tpz1, 24 45 ns
tpzm 13 40 ns
tprz 20 35 ns
thg 19 30 ns
DL 2632 D
torm 19 35 ns
topn 20 35 ns
tPZL 20 25 ns
pzr " 25 ne
topz 22 25 ns
tPHZ 15 25 ns

Die Scheltkreise DL 2631 D und DL 2632 D sind fiir deh vorzugsweisen Einsatz in einer V.11-Schnitt-
stelle, wie sie Bild 16a darstellt, gedacht. Diese genormte Schnittstelle ist fiir maximale Daten-
raten von 10 Mbit/s und fir meximale Entfernungen von 1,2 ¥m vorgesehen. Dabei ist die Abhéngig-
keit der Datenrate von der Entfernung im Bild 16b dargestellt.

Plir die V.11-Schnittstelle gelten die in der Tabelle 28 angegebenen genormien GréBen.
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Tabelle 28: Werte fiir serielle Schnittstelle V.11 (RS 422-A)

Ubertragungsart symmetrisch (Differenzsignal)
Treiber 1

Empfénger 10

max. Kabellénge 1200 m

max. Datenrate 10 Mbit/s
zuldssige Spannung am

Treiberausgeng =0,25 e0o 6V
Signel am Treiberausgeng

ohne Last »HV

mit Last »v
Treiberlast 100 Ohm
Eingangsspannung am Empfénger TV
Empfindlichkeit 200 mV
Eingangswiderstand 4 kOhm

Bei beiden Scheltkreistypen sind die Enable-Eingéinge, die die Ausgiénge in den hochohmigen Zustand

schelten, durch ein OR-Gatter verkmiipft.
Am AnschluB 1 befindet sich beim DL 2631 D der Dateneingang A 74/«

Tabelle 29: Logiktabelle DL 2631 D und DL 2632 D

DL 2631 D DL 2632 D
Eingénge Ausgénge Eingénge Ausgiénge
OE OF Y ¥ A B OE OF ¥
H H X H L U 20,27 H X H
L H X L H X L H
H X L H L -0,2 V<UID< 0,2 V H X undefinier—
1 X 1 L H X L ter Zustand
X L H Z Z UI_D = -0,27V H X L
X L L
Anmerkung: X L H 2
X = Zustand beliebig offen H X H
Z = hochohmiger Zustand X 1L H




Tabelle 30: Grenzwerte

KenngroBe Kurzzeichen min. mex. Einheit

Gleichtaktein=- Urg =25 +25 v
angsspannung
%DL 2632 D)

Differenzein- UID =25 +25 v

angsspannung
%DL 2632 D)

Ausgangsspannung U, -0,25 +6 \')
(DL 2631 D)

Tabelle 31: Betriebsbedingungen

KenngroBe Kurzzeichen mine. mex. Einheit
Low=-Ausgangsstrom I

(DL 2631 D) oL 20 BA

(DL 2632 D) 16 mA
High-Ausgangsstrom -1

(DL 2631 D) o 20 mA

(DL 2632 D) 0,44 mA
Gleichtakteingangs- UIc -12 12 v

spannung

(DL. 2632 D)

Differenzeingangs- UID -12 12
spannung

(DL 2632 D)

<
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Adressierbarer 8-Bit-Latch-Schaltkreis
DL 259 D; Technische Bedingungen.
- 1986 (E).

TGL 43 611 Integrierte Halbleiterschaltkreise;

B-Bit-Universalschieberegister-Schaltkreis
DL 299 D; Technische Bedingungen.
- 1986 (E).

TGL 43 612 Integrierte Halbleiterschaltkreise;

8xD-Flip-Flop-Schaltkreis DL 374 D;
Techn%sche Bedingungen.
- 1986.

TGL 43 613 Integrierte Halbleiterschaltkreise;

Leitungstreiber-schaltkreise DL 540 D und
DL 54% D% gechnische Bedingungen.
- 198 E).



Dr.~Ing. Bernd Kahl
Dipl.-Ing. Klaus Christen

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
im VEB Kombinat Mikroelektronik

8- und 10- Bit-Analog-Digital-Wandler
C 570D /C 571D - Funktion und Einsatzmdglichkeiten

1. Allgemeines

Mit der Entwicklung der Analog-Digital-Wandler C 570 D und C 571 D wurde dem wachsenden Bedarf

der Industrie nach Wandlern, die fiir die MeBwerterfassung in mikrorechnergesteuerten Sysfemen ein-
gesetzt werden kbnnen, Rechnung getragen., Bei den Bauelementen handelt es sich um monolithische

8- und 10-Bit-Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) mit einer typischen Umsetzzeit von

20 s 25/us, die alle fir die MeBwertumsetzung erforderlichen Baugruppen auf einem Chip enthal-
ten. Die Wandler arbeiten nach dem Verfahren der sukzessiven Approximation und benbtigen im ein-
fachsten Fall keine externen Komponenten fiir ihren Einsatz. Fiir die MeBwerterfassung in Verbin-
dung mit Mikrorechnern weisen.die Datenausginge Tristate—Ausgangsstufen auf. Die Schaltkreise
verarbeiten unipolare Eingangsspannungen von 0 ... +10 V und bipolare von +5 V.

Mit dlesen mittelschnellen A/D-Wandlern wird die Reihe der integrierenden Wandler C 520 D /1/ und
der C 500er Reihe /2/ des VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) sinnvoll erginzt und der Bereich
der schnelleren Mefwerterfassung mit einfachen Mitteln mdglich.

Pir die A/D-Wandlung werden Je nach Einsatzgebiet die verschiedensten Umsetzverfahren angewendet,
Tabelle 1 gibt einen Uberblick der drei wichtigsten Verfahren.

Tabelle 1: Vergleich von drei Verfahren der A/D-Wandlung

Wandlungsverfahren Geschwindigkeit erforderliche Schrittzahl Aufwand
in Messungen/s fir n-Bit
Integrierende A/D-Wandler langsam: on
0,1 eee 300 gering
A/D-Wandler mit sukzessiver mittelschnell: n
Approximation 103 coe 2'106 mittel
A/D-Wandler mit sehr schnell: 1
Parallel-Wandlung 108 ... 108 sehr gro8

Einen KompromifB zwischen Aufwand und Geschwindigkeit stellen die A/D-Wandler, die mittels sukzes—

siver Approximation (schrittweiser Annzherung) arbeiten, dar.

2. Aufbau und Funktion

201 Verfahren der sukzessiven Approximation

Ein A/D-Wandler, der nach bereits genanntem Verfahren arbeitet, besteht aus folgenden Baugruppen

(Bild 1a)

Komparator

Steuerung

AT 8(1987) H. 2

interner D/A-Wandler
sukzessives Approximationsregister (SAR)
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Bild 1: Prinzip der sukzessiven Approximation mit Taktdlagramm
a) A/D-Wandler, ©b) Taktdiagramm

Mit dem Startimpuls (Bild 1b) wird das SAR so gestellt, daB das MSB des D/A-Wandlers angesteuert
wird und das Vergleichssignal (Uv) damit auf Umax/2 steht. Der Komparator vergleicht das amlie-
gende MeBsignal Uy mit dem Vergleichssignal U, des internen D/A-Wandlers und schaltet den Ausgang
envsprechend auf H oder L. Im SAR wird mit der nachfolgenden L/H-Flanke des Taktsignals dleses
Ergebnis abgespeichert. Ist U1f< Uy wird das MSB des internen D/A-Wandlers wieder gzurilckgesetzt.
Ist Uy > U, (wie dargestellt), bleibt das MSB gesetzt. Mit der nachfolgenden H/L-Flanke des Takt-
signals wird ein ¥2MSB zum MSB dazugeschaltet. Der Komparator vergleicht wieder U, und Uy. D2

Uy > (uSB + Y2MSB) ist, bleibt das ¥oMSB ebenfalls gesetzt. M1t der nidchsten H/L-Flanke wird ein
Y4MSB zugeschaltet. Da Uif4(MSB + Y2MSB + Y4MSB) ist, wird das YAMSB mit der darauffolgenden L/H-
Flanke zuriickgesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis das LSB abgearbeitet ist.

Eine Wandlung fiir einen 10-Bit-A/D-Wandler erfordert 10 Takte, wobel in jedem Takt das Zuschalten
der Stufe und gegebenenfalls auch das Abschalten enthalten ist. Das Statussignal zeigt die el-
gentliche Umsetzphase des A/D-Wandlers mit H am Auaéang an. Bs wird im SAR erzeugt.
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Dieses Wandlungsprinzip kann sowohl hardwaremifig als auch in Verbindung mit einem Mikrorechner
und entsprechender Software realisiert werden. Dann entfzllt das sukzessive Approximationsregister.

Der serielle Datenausgang wird durch die Schaltfolge am Komparatorausgang gebildet. Er eignet sich
bel entsprechender Synchronisation zur leitungssparenden Ubertragung des digitalen MeBwertes,
Durch zus#itzliche Verknilipfung dieses Ausgangs mit dem Taktsignal besteht die Mbglichkeit, als
Leitungskode des seriellen Ausgangs sowohl RZ- ("return to zero") als auch NRZ-Signale ("no return
to zero") zu realisieren.

Das Verfahren ist wihrend der gesamten Umsetzzeit empfindlich gegentiber St¥rspannungen
(vei USTGR" +Y2LSB). Daraus resultiert, daB bei der Erfassung von sich #dndernden MeBsignalen
fast in jedem Fall eine Sample-and-Hold-Stufe vor den A/D-Wandler zu schalten ist, da sonst die

Grenzfrequenz des MeBsignals in Abhingigkeit von der Erfassungsgenauigkeit extrem niedrig aus-
fallt.

Als Beispiel soll die Erfassung eines sinusfdrmigen Signals mit einer Genauigkeit von 10 .Bit
dienen:

u(t) =4 ¢ sin wt

A= 10 V, Umsetzzeit: 25 /us
1 LSB = 10 mV

max, Anderung 5 mV in 25 ,us
max, Steilheit im Nulldurchgang

Damit ergibt sich

fmax:” 7 Hz

2.2, Aufbau und Funktion des C 570 B/C 571 D

Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau des C 570 D/C 571 D /3/. Die Teilschaltungen Komparator,
Beferenzspannungserzeugung, 10-Bit-D/A-Wandler mit Stromausgingen und die Iristate-Ausgangsstu-

Yeer Yecz L,({S—-E/hguﬂg
10 72 /4
4
Betriebsspannungs- Takt-
Sstabilisierung generator
y
73 Ri I !
Ajgo—] i 3
_—Q_ -0 Bit 1(MSB)
Y .
HA% 741 B __R_‘ 8 __oBit2
1 —% 7o 5it3
Lol || € o sits
wA-| | AR
Komp, Wander -—Q_‘ g o pits
4 .
t6
L7730 I N ’*‘R_‘ Bl
unipol. K] ;
bigol. “"R_‘ it
——L?_‘ 2 o Bit8 (LSB C570D)
-—L\(_‘ Lo 5it9
[ L L—-R B o 8it10(L58 C5710)
77
—o Status (STS
Temp.- kompensierte J Bild 2: Blookschaltbild
Referenzsp.- quelle des C 570 D/C 571 D

T
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fen sind in normaler analoger Bipolartechnik, die Takterzeugung und das sukzessive Approxima-
tionsregister in IZL—Technik realisiert. Der D/A-Wandler, der Komparator und die Referenzspan-
nungsquelle enthalten laserabgeglichene Diinnschichtwiderstande.

Eine MeBwertumsetzung erfolgt in ca. 20 ... 25,us, d.h., es sind Umsetzraten von 40 ... 50 kHz
erreichbar. Im einfachsten Fall kann der Wandler ohne externe Bauelemente betrieben werden, da
alle erforderlichen Baugruppen integriert sind. Die Referenzspannungsquelle wird dyrch eine ver-
grabene Z-Diode geblldet. Diese Referenzspannung ist stabilitdtsbestimmend.

Im D/A-Wandler werden gewichtete Strome mit einem Widerstands-Netzwerk erzeugt und umgesetzt.
Der Komparator vergleicht diesen Referenzstrom mit dem Eingangsstrom, der durch die an Ri

(typ. 5 kOhm) anliegende MeBspannung erzeugt wird. Der Ausgang des Komparators ist direkt mit
dem SAR verbunden. Zur Realisierung des bipolaren Eingangsspannungsbereiches von +5 V kann aus
dem Stromknoten am positiven Eingang des Komparators ein Bipolaroffsetstrom von 1 mA = 1 MSE ge-
zogen werden., Dazu wird die Betriebsartenumschaltung (BAU - AnschluB 15) auf Masse gelegt. Der
im Blockschaltbild dargestellte Schalter wird iuber mehrere Schaltstufen vom AnschluB 15 aus an-
gesteuert. Es besteht kein direkter Zugriff auf den Offsetstrom von 1 MSB.

In /1/ sind die verschiedenen Mdglichkeiten des Abgleichs der Kennlinien im Bipolarbetrieb dar-
gestellt (symmetrisch und unsymmetrisch um Null).

Die Digitalausginge verfligen Uber eine interne Tristate-Steuerung, die von auBen nur iiber den
Starteingang beeinfluBt werden kann. Das Taktdiagramm der Steuersignale und Ausginge zeigt
Bild 3.

I
Umsetzzeit

L/§ = Startsignal

*—i Startflanke
|
1
|

‘ l ( Statussignal STS
1
__1 1] :
’Z hochohmig hochohmig |
T
Daten | L [
giltig | I |
|
| | 4
! ; 575
|
|
H % Datenausginge
i\ Tristate-Zustand Thistate-Zustand
L1

Bild 3: Taktdiagramm der MeSwertumseizung
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Mit der L/H-Flanke des Startimpulses am Eingang (1/8; AnschluB 11) werden - um td verzdgert - die
Datenausginge hochohmig geschaltet und gleichzeitig das Statussignal (STS) auf H gesetzt. Das ver-
setzt die interne Schaltung in den Ausgangszustand zur MeBwertumsetzung. Mit der L/H-Flanke des
Startimpulses beginnt die Umsetzung des MeBwertes. Nach der Unsetzzeit tc wird das STS-Signal auf
L geschaltet. Gleichzeitig werden die Daten des SAR an die Ausginge gelegt. Nach einer Beruhi-
gungszelt tv liegen‘die aktuellen Daten stabil an den Ausgingen an. Aus dem Steuerverhalten des
Starteingangs lassen sich zwel Einsatzvarianten des C 570 D/C 571 D ableiten.

- separate Steuerung eines A/D-Wandlers
- Nultiplexbetrieb mehrerer C 570 D/C 571 D auf einem Datenbus
Die in Bild 3 dargestellten Zeiten sind in Tabelle 4 erfaBt.

Die Tristate-Steuerung ermdglicht den einfachen Einsatz des C 570 D/C 571 D zur MeBwerterfassung
in Mikrorechnersystemen, da die Ausgdnge und der Starteingang TTL-kompatibel sind. Der Steuerein-
gang (15) zur Wahl des Eingangsspannungsbereiches ist nicht TTL-kompatibel.

3, Kenngrofen und Abhdngigkeiten

Pidr den C 570 D, C 571 D und C 571 D1 gilt TGL 43 269 /5/.
Die Bauelemente besitzen ein 18-poliges DIL-Gehduse nach TGL 26 713.

3.1, Haupt- und NebenkenngrisBen (fiir Ja =25 °% - 5K Upgq =5V 5 %y Uggp = - 15V & 5 %)

Die Fehlergrenzen sind auf die Aufldsung des jeweiligen Wandlers bezogen. Es werden Standard-TTL-
Pegel verwendeto

Tabelle 2: Hauptkenngrisfen C 570 D/C 571 D und C 571 D1

Kenngrise Bedingungen min, /5/ typ. max. /S/ Einheit
Stromaufnahme Icc1 U11 =H 2,4 5 mA
U11 =1 4,9 10 mA

Stromaufnahme ICC2 U11 =1L =15 -11 mA
Ausgangsspannung Uy U13 =-17, U14 = U15 =0V, Iy, = 3,2 mA 0,15 0,4 v
Ausgangsspannung Uy Uy = 1M Vy Uyy = Uy5 = 0V, Ijg =-0,5 mA 2,4 3,0 v
Ausgangsleckstrom IOQ Uy = H UOQ =0V und UOQ =57V 0,2 40 /uA
Linearititsfehler lFLINl

C 570D 0,5 LSB

C 571 Dy, C 571 D1 0,33 1 LSB

Tabelle 3: Nebenkenngrsfen und Informationswerte
Oa., = = -
(fur A, =0 eee 70 °C5 Ugey =5V £ 5 %y Ugap 15V +5%)

Nebenkenngriofen Bedingungen min. /5/ type max. /5/ Einheit
Kenngrifie
Umsetzzeit tc
c 570 D, 15 21 40 /us
¢ 571 D, C 571 D1 15 21 30 /us
Steuerstrom ITrqql 0 20,y F Uaoy 0,5 10 Jub

Linearititsfehler IFLINI 0,33 1 LSB



20

NebenkenngrisBen Bedingungen min, /5/ +typ. max. /5/ Einheit
Kenngréle

Endwert FS
¢ 570 D, el f, =25% -5, Uyg=0V 908 16,03 ¥
Cc 571 D, C 571 D1 9,87 9,954 10,03 - v
O0ffsetfehler lFUOI
C 570D 155 LSB
C 571D 0,1 3 LSB
C 571 D1 4 LSB
Fullpunktfehler IFZPI AnschluB 15 offen
C 570D 1;5 LSB
C 571 D 0,4 3 LSB
C 571 D1 4 LSB
Informationswertes
Gleichtakteingangsspannung UoM max = +1V
Eingangswiderstand (AnschluB 13) Ry = (5 + 2) kOhm

3.2, Dynamische Eigenschaften

Fir die im Bild 3 dargestelltexz Zeiten gelten die Werte nach Tabelle 4.

Tabelle 4: Dynamische Eigenschaften

Kenngridie min, tyD. maXe Einheit
Umsetzzelt to

C 570 D 15 21 40 /e

Cc 571 D 15 21 30 /o8
Startimpulsbreite tP min 2 - /us
Verzbgerungszelt td 1,1 1,5 /us
Verzsgerungszelt tv 210 500 ns

Bel einer gemessenen Umsetzzelt von 17 o.. 24 /us ergeben sich unter Berilcksiochtigung von

tp min * 2 /us und tv = 500 ns Umsetzraten von 38 ... 51 kHz fir 8- und 10-Bit-Wandler.

«3. Abhéingi eiten

3.3.1. Betriebsspannungsunterdrickung (SVR; ohne Abgleichkomponenten)

Der Einflufl von Ucc1 =5 V auf die Kennlinie (Nullpunkt und Endwert) ist mit UcC1 =4 eoe 7 V und
SVR > 60 dB kaum nachweisbar,
Migt man die Schaltschwellenverschiebung des Endwertes am Ubergang (1020/1021) in Abh#ngigkeit
von Ugpos ergibt sich
2 13 oee 18 V& SVR = 54 oo 60 dB oder

C 571 D: SVR ® 0,1 ... 0,2 LSB/V

C 570 D: SVR 2 0,025 ..o 0,05 LSB/V

Ucc2

D.h., es ist kein erhthter Aufwand fir die Betriebsspannungsstabilisierung gegeniiber anderen
Sohaltkreisen erforderlich.
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3.3.2. Temperaturabhingigkeiten /6/
Bei einer Bezugstemperatur von 25 °C verschiebt sich der Endwert (FS) des € 571 D

bei 0 %: -2,5 ... +0,5 LSB
bei 70 °C: -0,7 ... +4 LSB

Daraus erglbt sich ein TK (FS) von:

—0,017 ... +0,1 LSB/EK oder
"0,17 eve +1 mV/K

Fir den Nullpunktfehler FZP ergibt sich folgende Temperaturabhingigkeit (bezogen auf 25 °C)

0-°C: 40,2 .e. -0,3 LSB
70 °C: 40,5 o.. =0,3 LSB

Daraus ergibt sich ein TK (FZP) von:

-0,007 «.. +0,014 LSB/K oder
-0,07 «os +0,14 mV/K
(¢ 571 D: 1 LSB =10 mV bei Uy = 10 V)

Fur dem Offsetfehler FUO ist die Temperaturabhdngigkeit noch deutlich geringer.

Bel den hier angegebenen Abhsngigkeiten handelt es sich um Angaben und Rickrechnungen aus dem In-
formationsblatt und damit um typische Werte.

3¢3+3. Schaltschwellenbreite

Die Schaltschwellenbreite ist der Eingangsspannungsbereich, bel dem der Wandler stochastisch ver-
tellt zwei benachbarte Digitalworte ausgibt. Fir eine stabile MeBwerterfassung ist dieser Wert
sehr wichtig. Bel entsprechend niederohmiger Ansteuerung betrdgt die Schaltschwellenbreite etwa
3 eee 5 mVe
Das entspricht beim ¢ 571 D: 0,3 ... 0,5 LSB

beim C 570 D: 0,1 ... 0,13 LSB

Die Bestimmung der Schaltschwellenbreite kann durch Oszillografieren (des LSB, 2 LSB, 4 LSB) oder
durch die akustische Wiedergabe (des LSB, 2 LSB, 4 LSB) erfolgen. Ist die Schaltschwellenbreite

< +¥2 1SB, erfolgt die Messung am LSB. Ist die Schaltsohwellenbreite > +¥2 LSB, erfolgt die Er-
fassung an dem 2-LSB~ oder 4-LSB-Ausgang. Bei der akustischen Wiedergabe ist innerhald der Schalt-
schwellenbreite eiln Prasseln im Lautsprecher zu horen.

Das in Bild 11 dargestellte Prinzip der dynamischen Priifung des A/D-Wandlers zur Erfassung von
Umsetzfehlern ist auch fiir die Schaltschwellenbreitebestimmung anwendbar. Fiir die A/D-Wandler ist
eine maximale Gleichtaktspannung von UCM = +1 V zulédssig. Die Riickwirkung auf den Nullpunkt ist
kaum nachweisbar und betrsigt am Endwert etwa 0,5 LSB bel Atbm = 2 V., Damit ergibt sich fur den
C 571 D:
CMR
CMR

52 dB oder
0425 LSB/V

ny v

4. Applikative Hinweise zum Einsatz des C 570 D/C 571 D

~ die Betriebsspannungen des C 570 D/C 571 D sind nahe am Schaltkrels mit 47 /uF parallel 47 nF
(Scheiben-Kondensator) gegen die Digitalmasse M (16) abzublocken

- bel der Massefiihrung ist darauf zu achten, daB keine Strtme des Digitalteils fiber die Analog-
masse MA flieBen

- der Gleichtaktbereich zwischen Analog- und Digitalmasse von UCM max ™ +1 V ist unbedingt zu
beachten; bel Uy _ +1,1 V setzt die Funktion der Bauelemente aus

- wird ohne Gleichtaktspannung (UCM = 0 V) gearbeitet, ist die Analog- mit der Digitalmasse zu
verbinden

i
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- der AnschluB 15 (Betriebsartenumschaltung) ist auf Analogmasse bzw. direkt auf AnschluB 14, wenn
Nullpunktabgleiohelemente enthalten sind, zu schalten; wird der Anschluf Betriebsartenumschal-

tung (0 +ss 10 V +£5 V) suf die Digltalmasse geschaltet, dann ist der mdgliche Gleichtaktbereich
eingeschrinkt

- das Bauelement weist mit einem Bingangswiderstand von 5 kOhm + 2 kOhm eine relativ hohe Bela-—
stung der Signalquelle auf (I ;.. %2 mA bel U; = 10 V); deshalb sind Quellen mit niederohmigem
Ausgang bzw. Puffer-Operationsverstirker (0V) vor dem MeBeingang zu verwenden

- Betriebsartenwahl:

U1 =0 oo 10 V — EKurzschluB zwischen den Anschliissen 14 und 15
Ui =+57V — AnschluB 15 bleibt unbeschaltet; dieser Eingang ist nicht TTL-kompatibel

— Nullpunktabgleich:
er kann in der Regel entfallen, insbesondere beim C 570 D, da die Bauelemente einen sehr kleinen
Nullpunktfehler aufwelsen; ist er erforderlich, kann er aus Usyy und Ucc2 erfolgen, wenn der
Abgleichbereich klein und die Betriebsspannungen stabil sind

— Endwertabgleich:
der Verstarkungsabgleich erfolgt mit einem zum intermen Widerstand (Bi = 5 kOhm) in Reihe lie-
genden Widerstand; der Abgleichbereich betrigt

¢ 570 D (8 Bit) : 20 Ohm/LSB
¢ 571 D (10 Bit): 5 Ohm/LSB,

so daB mit einem 100-Ohm—(50 Ohm)Dickschicht-Regler (moglichst mit Spindelantrieb) sehr grofie
Bereichsinderungen mdglich sind

- der Abgleich auf 1023 = 10,423 V - um 10 mV/LSB zu realisieren - ist méglich

— nach dem Zuschalten der Betriebsspannungen welsen dle Bauelemente ein thermisches Einlaufen auf,
Beim C 571 D dndert sich der Endwert um etwa 1 LSB. Der Nullpunkt ist stabil. Dieser Effekt ist
beim C 570 D aufgrund seiner geringen Auflgsung nicht nachwelsbar. Die thermische Einlaufzeit
liegt bel etwa 15 «e. 30 s

— bei der MeBwertiibernahme ist die notwendige Verzogerungszeit von 500 ns zwischen der H/L-Flanke
des §T§—Signals bis die Daten an den Ausgéngen stabil stehen, zu beachten

— wird wihrend einer laufenden Umsetzung ein weiterer positiver Impuls an den Starteingang gelegt,
wird die Umsetzung abgebrochen und eine neue Umsetzung gestartet.

S5e Anwendungsbeispiele

5.1, Analogbeschaltung des Wandlers

Tabelle 5: Dimensionierung der Abgleichkomponenten

Wandler R1 R2 R3 R4 R5
€ 570 D 20 Ohm 2,4 kOhm 1,8 kOhm 10 XOhm 20 Ohm/LSB
C 571D 10 Ohm 2,4 kOhm 4,7 kOhm 10 kOhm 5 Ohm/LSB

Bild 4 zeigt die Beschaltung des C 571 D mit allen erforderlichen Abgleichkomponenten fir den
Nullpunkt—- und Endwertabgleich. Die Dimensionierung der Abgleichkomponenten fir die 8- und 10-Bit-
Variante enth#lt Tabelle 5. Fir den Einsatz ohne erhthte Anforderungen kann auf die Widerstinde
BR1 ... R4 fiir den Nullpunktabgleich verzichtet werden. Die Widerstandskombination mit R5 kann auch
durch elnen Festwiderstand von etwa 15 Ohm ersetzt werden. Dadurch wird die Endwertspannung um
etwa 30 mV angehoben.

Wird ohne Gleiohtakispannung gearbeitet, ist die Digitalmasse mit der Signal- bzw, der Analog-
masse — falls keine Nullpunktabgleiohkomponenten verwendet werden — gzu verbinden.
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Bild 4: Binsatzschaltung des C 571 D mit Abgleichkomponenten

5.2. Operationsverstirkervorsatz

o—{ 1
Y=0.1v —(571D
bzw.£ G5V Uy=0... 10
% bzw. 25V
=75Vo

Bild 5: hochohmiger Vorsatz-OV mit Eingangsschutzschaltung

Bild 5 zeigt einen nichtinvertierenden OV (mit einer Verstirkung VU = 10) in Elektrometerschal-
tung, um einen m8glichst hohen Eingangswiderstand zu realisieren und damit die Messung an hoch-
ohmigen Signalquellen zu ermdglichen. Der Eingangsstrom der Schaltung wird vorrangig durch die
Reststrdme der beiden Dioden bestimmt, die eventuell auftretende Spannungsspitzen auf Uy, (ein-
schlieBlich der DiodenfluBspannung) begrenzen. Der Widerstand RS dient zur Strombegrenzung der

= 10 betrigt die Eingangsempfindlichkeit 0 ¢ee 1 V
bzw. +0,5 V im Bipolarbetrieb, und damit die Aufldsung etwa 1 mV/LSB beim C 571 D bzw. 4 mV/LSB

Dioden. Mit der eingestellten Verstdrkung VU

beim C 570 D.
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Mit dem Vorsatz—OV 1i8t sich sehr einfach der Abgleich des gesamten Wandlers vornehmen. Der Null-
punktabgleich erfolgt mit dem Ooffsetregler (100 kOhm) . Ersetzt man den 3-kOhm-Widerstand der
Verstarkungseinstellung durch einen 2,7-kOhm-Festwiderstand und einen 500-Ohm-Regler, so kbtnnen
damit die Verstirkung bzw. der Endwert des Gesamtwandlers abgeglichen werden.

Der Einsatz mit einer Verstarkung Vy = 100 — um 100 juV/LSB bzw. AOO/uV/LSB zu realisieren - emp-
fiehlt sich nicht, da in diesem Fall die O0ffsetdrift des OV die MeBgenauigkeit beeintrdchtigt und
der dynamische Ausgangswiderstand des OV ansteigt. Dieses fiihrt zu einer Schaltschwellenverbrei-
terung beim C 571 D. Fir den C 570 D kann dieser Effekt je nach Anforderungen toleriert werden.

5.3, Sample—and-Hold-Vorsatz

Sollen schnelle A/D-Wandler fiir die MeBwerterfassung eingesetzt werden, so ist eine prdzise Mes-
sung nur mbglich, wenn sich die Signalspannung innerhalb der Wandlungszeit um < ¥2 LSB #dndert.
Nimmt man ein Sinussignal, das erfaBt werden soll und setzt voraus, daB sich dessen Momentanwert
innerhald von 25 /us selbst im Bereich der gréBten Steilheit (um den Nulldurchgang) nur um
<0,05 % sndert, heiBt das, daB Signale nur mit einer Bandbreite von einigen Hertz umgesetzt
werden konnen. Aus diesem Grund muB hiufig vor den A/D-Wandler eine Abtast- und Halteschaltung
gesetzt werden.
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Bild 6: Signalabtastung und Digitalisierung
/ a) Schaltbild, b) Taktdiagramm

Im Schaltungsvorschlag (Bild 6a) wird der Schaltkreis MAC 198 (MAB 398) aus der §sSR verwendet.
Er verarbeitet Signale von +10 V bel Ucc = +15 V und hat eine Erfassungszeit von etwa 4 /uS. Die
erforderliche Abtastzeit richtet sich nach der gewiinschten Genauigkelt und dem verwendeten Lade-

kondensator (z. B. 1 nF).
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Das Taktsignal weist ein unsymmetrisches Tastverhiltnis auf (Bild 6b). Wihrend der Abtastzeit

(; u/us) wird das Signal vom Sample-and-Hold-Schaltkreis abgetastet. Gleichzeitig wird der Wandler
zurlickgesetzt, die Datenausgdnge werden hochohmig und das STS-Signal hat H-Potential., Mit der
H/L-Flanke des Taktsignals wird der MAC 198 in den Hold-Zustand geschaltet und die eigentliche
Umsetzung gestartet. Nach etwa 25,us wird das MeBergebnis automatisch an die Datenausginge ge—
legt und das §T§-Signal hat L-Potential. LBt man z. B. 1,us fiir die Dateniibernahme in das ver-
arbeitende System, so betrigt die gesamte Erfassungszeit {4 Jus + [15 ... 30 (40) /us] + 1 /us}
mindestens 20 ,us, typisch 30,us und maximal hs/us. Damit ergeben sich Umsetzraten von

22,2 4. 50 kHz (typisch 33 kHz).

Eine geringfiiglge Geschwindigkeitssteigerung 1laBt sich erzielen, wenn der Sample-and-Hold-Schalt-
kreis wihrend der Dateniibernahme bereits den ndchsten MeBwert abtastet und nach 4,us in den Hold-
Zustand geschaltet und gleichzeitig die Wandlung gestartet wird. Die Zeit fiir die Dateniibernahme
f51lt dann mit der Abtastzelt zusammen.

S5.4. Mefstellenabfrage

In vielen Bereichen der MSR-Technik ist eine grioBere Zahl von MeBstellen regelmifig zu iiberwachen

oder zu erfassen.
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Bild 7: Zyklische Abfrage von acht MeBstellen
a) Schaltbild, b) Taktdiagramm
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Im Bild 7a wird eine Anordnung gezeigt, mit der bis zu acht MeBstellen - die alle einen gemein-
samen Massebezugspunkt besitzen - nacheinander abgefragt werden ktnnen. Zur Steuerung werden ein
zghler (DL 092 D/DL 093 D) und ein Doppelmonoflop (DL 123 D) benatigt. Das Taktsignal steuert den
Zshler, dessen Ausgédnge QA eoe Qc.die AdreBeinginge des Analogmultiplexers MAB 08 oder MAC 08 (éSSR)
bilden. Je nach angelegter Adresse wird einer von acht MeBeingingen auf den Ausgang durchgeschal-
tet. Die Schaltzeit liegt etwa bel 1/us und der Widerstand im durchgeschalteten Zustand betrigt
ungefshr 250 ... 400 Ohm. Die Bauelemente verarbeiten Signale bis zu 10 V. Um das MeBsignal ent-—
sprechend niederohmig fir den A/D-Wandler bereitzustellen, muB dem Analogmultiplexer ein OV nach-
geschaltet werden. Im dargestellten Fall arbeitet er mit der Verstarkung Vy = 10. Der Abgleich

des Systems erfolgt am OV. Mit dem Offsetregler (100 kOhm) werden der Nullpunkt und mit dem
470-0Ohm-Regler der Endwert bzw. die Verstirkung eingestellt. Diese Schaltung verarbeitet Eingangs—
signale von 0 ¢.. 1 V bzw. +0,5 V.

Mit jeder Umschaltung auf einen anderen Kanal muB eine Einschwing- oder Beruhigungszeit fiir den
Multiplexer und besonders fiir den OV beriicksichtigt werden. Diese Zeit wurde mit einem Monoflop
(MF 1) auf 20,us eingestellt (Bild 7b). Nach dieser Zeit erzeugt ein zweiter Monoflop (MF 2)
einen Startimpuls von » 2,us fir den A/D-Wandler. Nach weiteren 15 ... 40 us (type 25,us) werden
die MeBdaten an die Ausginge des Wandlers gelegi. Damit ergeben sich die Werte nach Tabelle 6.

Tabelle 6: Werte fur zyklische Abfrage von acht Mefstellen

Kenngrofe min, typ. maxe Einheit
Umsetzzeit je Kanal 37 47 62 /us
Unmsetzrate 16 21 27 kHz

Wiederholrate je Kanal

(bei 8 Kanilen) 2,6 3,3 kHz

Mit der vorliegenden Schaltung kinnen im wesentlichen nur Signale verarbeitet werden, deren Mo-
mentanwert sich nur langsam dndert, wie es z. B. in der TemperaturmeBtechnik der Fall ist.

Sollen Signale erfaBt werden, die sich schnell zndern, dann ist such hier die Verwendung einer
Sample-and-Hold-Schaltung erforderlich., Wird statt des B 081 D eine Sample-and-Hold-Schaltung
wie in Bild 6 eingesetzt, hat das den weiteren Vorteil, daB die Beruhigungszelt von 20/us auf
etwa 5,us verkiirzt werden kann. Mit MF 1 wird dann die Abtastzeit festgelegt. Allerdings 1aBt%
gich in diesem Fall mit der Abtastschaltung eine Verstirkung von VU = 10 nicht realisieren. Sie
liegt fest mit VU = 1, Damit wiirde der Eingangsspannungsbereich bei Ui =0 eos 10 V bzWe +5 V
liegen,

5.5 Mikrorechneranpassung

Die A/D-Wandler C 570 D/C 571 D kinnen mit einem Minimum an zusitzlichen Bauelementen von elnem
Standard-Mikroprozessor gesteuert bzw. an dessen Datenbus angepaBt werden. Fir die Zusammenarbeit
der Wandler mit einer CEU des Mikroprozessorsystems U 880 zelgen die Bilder 8 und 9 Schaltungs-
vorschlige.

Der Umsetzvorgang wird gestartet, wenn die Steuerleitungen IORQ und WR L-Potential und der Aus-
geng des AdreBdekoders ADR 1 H-Potential fuhren (B/A-Schreiben).

Ein monostabiler Multivibrator sichert die notwendige Startimpulsbrelte vog_fp 2 2 /us. Nach Ab-
lauf des Umsetzvorganges werden die Datenausgtinge des Wandlers aktiv; der STS—Ausgang nimmt
IL-Potential an. Durch Frelgabe der Bustreiberausginge ktnnen dle Datenausginge des Wandlers bel
Bedarf an den Datenbus geschaltet werden. Wenn die Steuerleitungen TORQ und RD auf Low und der
Ausgang des AdreBdekoders ADR 2 auf High liegen, werden Bit 1 ... 8 an den Datenbus geschaltet
(B/A-Lesen), Kommt ein 10-Bit-Wandler (C 571 D) zur Anwendung, werden Bit 9 und 10 iber einen
welteren Bustreiber bel TORQ und ED = Low und ADR 3 = High an den Datenbus geschaltet., Zusdtz-
lich kann Uber diesen Treiber der §TS-Ausgang des Wandlers abgefragt werden (Polling).
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Bild 9: Mikrorechneranpassung (8-Bit-Datenbus)

Eine weitere Variante zur Anschaltung eines A/D-Wandlers an den Datenbus eines Mikroprozessors
besteht in der Verwendung spezieller Interface-Schaltkreise, z. Bo der PIO U 855 D.

Bild 10 zeigt einen Schaltungsvorschlag zur Anwendung von maximal acht Wandlern C 570 D im Multi-
plexbetrieb.
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Bild 10: Mikrorechneranpassung von acht A/D-Wandlern C 570 D (mltiplex) mittels PIO U 855 D

Die Tristate-Datenausginge des C 570 D erlauben es, die Wandler ausgangsseltig parallel zu schal-
ten, Ein 8-Bit-Datenwort eines Wandlers kenn lber Kanal A der PIO eingelesen werden (Byte-Ein-—
gabe) ., Uber Kanal B der PIO und die 1/5-Eingsnge werden die Wandler gesteuert (Byte-Ausgabe).

Haben alle L/§-Eingénge H-Potential, so sind die Datenausginge aller Wandler hochohmige. Der Um-—
setzvorgang nur eines Wandlers wird durch L-Potential am jeweiligen 1/5-Eingang gestartet. Nach
der Umsetzung werden die Ausginge dieses Wandlers aktiviert., Die Daten kbnnen nach einer notwen-
digen Verzigerung (td > 500 ns) vom Prozessor gelesen werden. Das Ende des Umsetzvorganges wird
durch L-Potential am STS-Ausgang signalisiert. Der {bergang auf L-Potential an einem der STS-
Ausginge der verschiedenen Wandler bewirkt das Triggern eines monostabilen Multivibrators, der
die Datenlibernzhme am Kanal A der PIO steuert und im folgenden einen Interrupt auslést. Mit Hilfe
eines Bedienprogrammes kann das Datenwort in die CPU tibernommen und der nichste Wandler gestartet

werden.

6. Dynamische Prilfung von ADU

Eine der mdglichen Anordnungen zuT schnellen Yverpriifung der dynamischen Eigenschaften von
schnelleren A/D-Wandlern zeigt Bild 11. Mit diesem Aufbau konnen die Kennlinienfehler bestimmt
werden.

Der Priifling setzt mit einer vorgegebenen Taktrate entweder eine Gleiohspannung oder ein Test-
signal - das durch den Funktionsgenerator bereitgestellt wird - im entsprechende Digitalsignale
um. Mit dem STS-Signal, das genaugenommen nooch um 500 ns verztgert werden miiBte, werden die Daten
in einen Zwischenspeicher geladen. Er ist erforderlich, da sonst wihrend der Umsetzzeit von 25/u5
der Referenz-D/A-Wandler offene Binginge erkennt und das Ausgangssignal entsprechend auf den
Fullpunkt bzw. auf den negativen Endwert bel Bipolarbetrieb setzt. Die Ausginge des Spelchers
steuern einen Referenz-D/A-Bandler, der gegenliber dem zu prifenden A/D-Wandler eine deutlich
hbhere Aufldsung und Kennliniengenauigkeit aufwelsen mB, Fir die Priifung einmes C 570 D (8 Bit)
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Bild 11: Prinzip der dynamischen Priifung eimes C 570 D bzwe C 571 D

kann in jedem Fall ein C 565 D (12 Bit) verwendet werdem. Soll ein C 571 D (10 Bit) gepriift werden,
so welst der C 565 D zwar nur eine um den Faktor 4 hthere Aufldsung auf, besitzt aber einen Line-
arititsfehler von nur +0,5 LSB, so dafl er trotzdem eingesetzt werden kann.

Am Oszillografen kann das Eingangssignal Uy mit dem Ausgangssignal U, des D/A-Wandlers verglichen
werden und grobe Kennlinienfehler bzw. Fehlumsetzungen erkannt werden., Da es relativ schwierig
ist, mit dem Sichtvergleich stochastisch auftretende Einzelfehler zu erkennen, kann bel der Um-
setzung von z. B. einem Sinussignal die akustische Wiedergabe iiber einen Lautsprecher erfolgen.
Dabel ist fast jeder Umsetzfehler als "Knackgerdusch" erkennbar. Die Schaltschwellenbreite kann
mit elner langsam ansteigenden Eingangsspannung im Lautsprecher horbar gemacht werden. Ist die
Schaltschwellenbreite kleiner +0,5 LSB, so wechseln sich bel der Wiedergabe absolut rauschfreie
und verrauschte Bereiche ab, die an der Eingangsspannung gemessen werden konnen.

Auferdem ist mit dieser Anordnung einfach die maximale Umsetzrate bestimmbar, da der D/A-Wandler
wesentlich schneller als der A/D-Wandler ist.
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Dipl.-wirtsech. wolfgang Mattke

VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Leistungselektronik in der Schriftenreihe
Mikroelektronik Information/Applikation”

In Zusammenarbeit zwischen der Kammer der Technik, vorstand des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder,
dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, Betrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik und dem VEB
Mikroelektronik *Karl Liebknecht® Stahnsdorf, Betrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik wird seit
Jahren die Schriftenreihe = “Mikroelektronik Information/Applikation® = herausgegeben.

Die Beitr#ége der Autoren des VEB Mikroelektronik “Karl Liebknecht” Stahnsdorf (MLS) behandeln das
Gebiet der Leistungselektronik. Diese Hefte der Schriftenreihe beinhalten jeweils eine ausfGhrliche
Beschreibung des Bauelementes bzw. der Bauelemente und geben Hinweise des Herstellers hinsichtlich
der Einsatzgebiete und -méglichkeiten der Bauelemente. Diese technischen Hinweise sind fir den
Schaltungsentwickler und Anwender, sowie far Amateure, ausgelegt. Die angegebenen Daten und Ein-
satzgebiete dienen lediglich der Information und geben keine Auskunft aber Liefermdglichkeiten.
Anderungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, beh&lt sich der Hersteller vor.
spezielle Anfragen eind an den Hersteller

VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht™ stahnsdorf

im VEB Kombinat Mikroelektronik

Ruhlsdorfer Weg

Stahnsdorf

1533

Telefon: 680 Telex: 015 220
zu richten.

in der Schriftenreihe ~Mikroelektronik Information/Applikation® sind far das Gebiet der Leistungs-
elektronik bisher nachstehende Hefte verdffentlicht worden:

Heft 13 Leistungselektronik 1: Bauelemente der Leistungselektronik — Grundlagen

Heft 16 Leistungselektronik 2: Bauelemente-Sortiment der DDR - Teil 1: Dioden

Heft 17 Leistungselektronik 4: Die sicheren Arbeitsbereiche Leistungssohalttransistoren
Heft 18 Bauelemente der Leistungselektronik 3: Leistungstransistoren DDR

Heft 34 Leistungselektronik 5: Halbleiterventile und Leistungselektronik - Einfiithrung
und Ubersicht

schriftliche Bestellungen fur Versand nur an:
Kammer der Technik

vorstand des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder
Ebertusstr. 2

Frankfurt/0der

1200

Direktverkauf:

Ingenieurbetrieb far die Anwendung der
Mikroelektronik (IfAM) Frankfurt/Oder
Ernst=Thalmann=Str. 37

Frankfurt/Oder

1200

Telefon: 32 71 71

AI 8(1987) H. 2
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Der Umfang je Heft betragt ca. 100 Seiten
Preis: 4,00 M.

Im weiteren wird auf den Inhalt der einzelnen Hefte néher eingegangen.

® Kunert, M.: Bauelemente der Leistungselektronik - Grundlagen
VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O. - EDT Vorstand d, BV Prankfurt/0.
(Mikroelektronik Information Applikation Leistungselektronik 1 Heft 13)

RedaktionsschluB: 30. 6. 1982

Mit diesem Heft wird das Gebiet der Leistungselektronik aufgegriffen. Es ist deshalb verstandlich,
daB der Autor zunédchst das Wechselverhadltnis zwischen Mikroelektronik und Leistungeelektronik er-
lautert. AnschlieBend folgt eine umfassende theoretische Obersicht der zur Leistungselektronik ge-
hérenden Halbleiterbauelemente.

Der Hauptteil des Heftes behandelt die allgemein giiltigen KenngroBen fir Halbleiterbauelemente der
Leistungselektronik (Begriffe, Definitionen, Kurzzeichen) wie sie z. B. bei den wesentlichen Grenz=-
und Kennwerten fir Gleichrichterdioden, Thyristoren, bipolare Schalttransistoren und unipolare
Schalttransistoren benutzt werden. Im AnschluB daran werden Kennlinien und Diagramme zu Halb-
leiterbauelementen der Leistungselektronik zur Verdeutlichung der Zusammenhdnge und Funktionen
wiedergegeben. Eine kleine Literaturibersicht schlieBt das Heft ab.

@® sSchwerdt, E.; Ehrhardt, L.: Bauelemente—Sortiment der DDR - Tell 1: Dioden

VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.; VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf - KDT Vorstand
d. BV Frankfurt/O.

(Mikroelektronik Information Applikation Leistungs-Elektronik II Heft 16)
Redaktionsschluf: 16, 11. 1982

In diesem Heft wird das Gleichrichterdioden- und Kihlkdrper-Sortiment der DDR sowlie eine
Leistungs-Z-Diode vorgestellt.

Einleitend werden u. a. allgemeine Anwendungshinweise, Einbau- und Létvorschriften, Wartung und
einschléagige Standards behandelt.

Der Hauptteil enth&lt die technischen Eigenschaften der Gleichrichterdioden und der Kahlkdrper.
Dazu gehdren zu jedem Bauelement die Grenz- und Kennwerte, die Kennlinien, die Gehéuseformen und
-abmessungen.

Das Sortiment umfaBt die Gleicihrichterdioden SY 360, SY 320, SY 351, SY 170/171, SY 180 A,

SY 180, die schnellen Gleichrichterdioden SY 330, SY 345, SY 356, SY 185, die Leistungs-Z-Diode
SZ 600, Kihlkdérper und Kdhlkérperprofile.

@® EKunert, M.: Die sicheren Arbeitsbereiche Leistungsschaltiransistoren

VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.; VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht"™ Stahnsdorf -
KDT Vorstand d. BV Frankfurt /0.

(Mikroelektronik Information Applikation Leistungselektronik 4 Heft 17)
Redaktionssohluf: 15. 1. 1985

Der Autor bringt die Definition des sicheren Arbeitsbereiches (SOA) sowie die Arten der Bereiche im
Normalbetrieb und im Stérungsfall.

Im Normalbetrieb geht es um den Arbeitsbereich

~ fur das Einschalten und das untypische Ausschalten des Transistors bei leitender Basis-Emitter-
Strecke (FBSOA)

- fur das Ausschalten des Transistors bei gesperrter Basis-Emitter=-Strecke (RBSOA)

- fur den Gleichstrom- und Impulsbetrieb im aktiven Bereich; er ist fir Leistungs-Schalttransistoren
zweitrangig.
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Bei einigen Transistortypen werden sog. ESB-Werte angegeben, die sich auf das Ausschalten des Tran-

sistors ohne Spannungsklemmung bei gesperrter Basis-Emitter-Strecke "bezishen.

Fir den Storungsfall, d. h. far das Abschalten des KurzschluBstromes durch den Transistor, werden
eichere Arbeitsbereiche bei leitender (FBACA) und bei gesperrter (RBAOA) Basis-Emitter~-Strecke an-
gegeben,

Die sicheren Arbeitsbereiche werden im Hauptteil ausfiahrlich behandelt und durch verschiedene Bei-
spiele, Diagramme und Kennlinien veranschaulicht.

Ergénzt wird das Heft durch eine Zusammenstellung der zutreffenden Formelzeichen und eine Erzeug-
nisibersicht des VEB Mikroelektronik “karl Liebknecht®, Stahnsdorf.

Mit 77 Literaturhinweisen soll ein tieferes Eindringen in das Gebiet der Leistungselektronik
unteretitzt werden.

Ehrhardt, Le.: Leistungstransistoren DDR

® VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.; VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf — EDT Vorstand
d. BV Frankfurt/O.

(Mikroelektronik Informations— und Applikationsheft 18 Bauelemente der Lelstungs-—
elektronik 3)

RedaktionsschluB: 30. 3. 1983

In diesem Heft wird das Leistungetransistoren=-Sortiment der DDR vorgestellt.

Nach einer kurzen Einleitung folgen technische Erl#éuterungen, wie Begriffe, allgemeine Anwendungs=-
hinweise (betreffend Grenzwerte, héchstzuléssigen Arbeitsbereich, KenngréBen und ihre MeBbedingun-
gen), Einbau-, L&t- und Waschvorschriften, Warmeableitung und Wartung. Zwecks einer sicheren und
dkonomischen Projektierung des Einsatzes der Leistungstransistoren werden zueditzlich zu den ge-
nanhnten Erzeugnis- und werkstandards “Ergénzende Standards” erwadhnt.

Fir die Leistungsschalttranaistoren 8U 160, SU 161, SU 165, SU 167/169, SU 178/179, SU 180 und die
Leistungstransistoren SD 168, SD 600 ... 602, SD 802 und SD 812 werden die Grenz- und Kennwerte
beschrieben. Die Funktionen und Anwendungsberéjche werden durch mehrere Diagramme anschaulich
dargestellt.

@® Kunert, M.: Halbleiterventile und Leistungselektronik - Einfiihrung und Ubersioht

VEB Halbleilterwerk Frankfurt/0O.; VEB Mikroelektronik "Earl Liebknecht® Stahnsdorf -
KDT Vorstand d. BV Frankfurt/O.

(Mikroelektronik Information Applikation Leistungselekironik 5 Heft 34)
RedaktionsschluB: 30. 6. 1985

Aus dem Inhalt: Halbleiterventile (nicht steuerbare, steuerbare, nicht abschaltbare, abschaltbare),
Halbleitermodule, Gleichrichter, Wechselrichter, Steller (Wechsel- und Drehstromsteller, Gleich=-
stromsteller), Uarichter (Wechselstromumrichter, Gleichgtromumrichter).

Dieses Heft wird mit mehr als 50 Literaturhinweisen ergénzt.

Weitere Hefte zur Leistungselektronik werden in dieser Schriftenreoihe folgen.

Mit Rickeicht dareuf, daB seit dem Zeitpunkt der redaktionellen Bearbeitung und verdffentlichung
der oben vorgestellten Informations/Applikations=Hefte neue und weiterentwickelte Halbleiterbau-
elemente der Leistungselektronik produziert werden, verweisen wir auf nachstehende Informations-
leistungen:

4 Datenblattsammlung “Elektronische Bauelemente”
> “aktive elektronieche Bauelemente” (Taschenbuch) und "Aktive elektronische Bauelemente”
Neuheiten/ weiterentwicklungen (Kurz@bersicht)

Bezugsmdglichkeit:

VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin
Abt. DA

Mainzer StraBe 25

Berlin

1035
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In der folgenden Literatur werden Bauslemente der Leistungselektronik und ihre Applikation be=-
handelt.

Literatur
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Pat.-Ing. Inge Janke

VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin
im VEB Kombinat Mikroelektronik

2. Zentrale Erfinderkonferenz des VEB Kombinat Mikroelektronik 1986

Am 10.4.1986 fand in der Betriebsgaststétte "Restaurant am Brihl" des VEB Mikroelektronik
"Karl Marx" Erfurt die 2., Zentrale Erfinderkonferenz des VEB Kombinat Mikroelektronik statt.

Ziel der Konferenz war es, in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED die Leistungen der Erfinder
in den Betrieben des VEB Kombinat Mikroelektronik der vergangenen funf Jahre abzurechnen, hervor-
ragende Leistungen der in den Betrieben des Kombinates tatigen Erfinder und Forderer der Erfinder=-
bewegung zu wiirdigen sowie die Aufgaben und Zielstellungen des erfinderischen Schaffens bei der
Lésung der wissenschaftlich-technischen Aufgaben des Kombinates bis 1990 zu beraten.

An der Konferenz nahmen verdienstvolle Erfinder und Férderer der Erfindertatigkeit, Betriebs-
direktoren, Direktoren fir Forschung und Technologie sowie Leiter aus diesen Bereichen teil.

Als Gaste konnten Vertreter des Amtes fir Erfindungs- und Patentwesen der DDR, Vertreter des
Ministeriums fir Elektrotechnik und Elektronik, sowie Wissenschaftler aus Forschungsinstituten der
Akademie der Wissenschaften der DDR und aus Einrichtungen des Ministeriums fur Hoch- und Fachschul-
wesen der DDR begruft werden.

Das Hauptreferat der Konferenz hielt der Stellvertreter des Generaldirektors und Direktor fir
Forschung und Technologie des VEB Kombinat Mikroelektronik, Genosse Dr. Pohl,

Er legte Uber die im vergangenen Finfjahrplanzeitraum im VEB Kombinat Mikroelektronik erreichten
Ergebnisse des erfinderischen Schaffens Rechenschaft ab und stellte fest,idaB in den Betrieben des
Kombinates die Erfinderbewegung heute einen hohen Stellenwert bei der Lésung der Aufgaben der Plane
Wwissenschaft und Technik besitzt. Die Erfindungsergiebigkeit der Arbeit der Hoch- und Fachschulkader
auf dem Gebiet Foraehung und Entwicklung hat sich seit 1981 mehr als verdoppelt, und im Erfinderwett-
bewerb der Jugend haben viele junge Kader gute erfinderische Leistungen hervorgebracht.

Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg zielstrebig fortzusetzen; auch im Zeitraum 1986 bis 1990 mit
schopferischen Ideen, Losungen und Patenten zur weiteren Entwicklung und Produktion neuer Bauele-
mente der Mikroelektronik, moderner Technologien und Verfahren mit Spitzenniveau beizutragen.

Das Niveau der zum Patent angemeldeten Erfindungen ist in den kommenden Jahren insbesondere durch
folgende MaBnahmen zu erhohen:

- Intensivierung und Weiterentwicklung des Schopfertums der Jugend insbesondere durch Obertragung
von anspruchsvollen und erfinderisch zu lésenden Aufgaben an Jugendforscherkollektive

- konsequente Planung von erfinderischen und auBenwirtschaftlichen Zielstellungen in den Pflichten=
heften

- Verallgemeinerung der vorliegenden positiven Ergebnisse, insbesondere aus den Betrieben VEB Werk
fur Fernsehelektronik Berlin (WFB) und VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder (HWF) sowie Qualifi-
zierung des Leistungsvergleiches zwischen den Betrieben.

Es gilt, bis 1990 den Nutzungsgrad der zum Patent angemeldeten Erfindungen auf mindestens 55 % zu
erhéhen. Die Erfindungsergiebigkeit ist in allen Betrieben des Kombinates mit jahrlich mehr als
zehn Erfindungen je einhundert Hoch- und Fachschulkader auf dem Gebiet Forschung und Entwicklung zu
einem echten Qualitétskriterium der wissenschaftlich-technischen Arbeit zu entwickeln.

An der anschlieBenden Diskussion beteiligten sich zahlreiche Diskussionsredner. Sie brachten Bei=~
trége zur Aktivierung des Schépfertums, zur Verbesserung der Planungs= und Leitungstatigkeit sowie

AI 8(1987) H. 2
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der Pflichtenheftarbeit, zur Arbeit der Jugendforscherkollektive “Musterbau" im VEB Mikroelektro-
nik "Karl Liebknecht"” Stahnsdorf und "Wandlerschaltkreis” im VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder,
zu Erfahrungen auf dem Gebiet der Erfindertatigkeit mit Kooperationspartnern und zur UnerléBlich=-
keit der Patentliteraturrecherche bei der Bearbeitung von wissenschaftlich-technischen Aufgaben-
stellungen. Besonderes Interesse fand der Diskussionsbeitrag von Kollegen Munte zu den Erfinder=
schulen im VEB WFB.

Abgeschlossen wurde die Diskussion durch Genossen Kuhn, der den Konferenzteilnehmern die GriBe des
Prasidenten des Amtes fur Erfindungs- und Patentwesen der DDR Uiberbrachte. Er unterstrich den Rang
und das politische Gewicht des erfinderischen Schaffens und erinnerte daran, daB "Erfinden" Dienst=
aufgabe eines jeden F/E-Kaders ist; der Nutzen aus Erfindungen muB bedeutend gesteigert werden,
insbesondere durch grundlegende neue Ldsungen und durch Auseinandersetzung der Jugendforscher=
kollektive mit Schliisseltechnologien.

Im AnschluB an die Diskussion verabschiedeten die Teilnehmer der Konferenz eine EntschlieBung, in
der u. a. alle wissenschaftlich-technischen und Rationalisierungsaufgaben bearbeitenden Kader aufge-
rufen werden, mit Kreativit#t und Schépfertum die vom XI. Parteitag der SED gestellten hohen Auf-
gaben im Interesse der weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und der Sicherung des
Friedens zu erfiillen,

Mit dem Ehrenpreis des Generaldirektors fir den besten Erfinder des Kombinates wurde

Prof. Dr. Waldmann, VEB WFB, Inhaber bzw. Miterfinder an 73 Patentanmeldungen in der DDR, ausge=
zeichnet. Kollege Munte, VEB WFB, erhielt die Ehrenurkunde des Generaldirektors fur den besten
Férderer der Erfinderbewegung im Kombinat. Die Ehrenurkunde des Generaldirektors fur das erfolg=-
reichste Jugendforscherkollektiv nahm Jugendfreund Mario Motz als Leiter des Kollektivs
"wandler-Schaltkreis" des VEB HWF entgegen.
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Patentinformation

Ansteuerung und Schutz von Leistunge=MOSFETS

Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung zur Ansteuerung und zum Schutz von Leistungs=-MOS-Feldeffekt~
transistoren /i/ wird im wesentlichen durch zwei CMOS-Schaltkreise realisiert. Besonders geeignet
eind der U 40098 D als Treiberschaltkreis und der U 4093 D als Schmitt-Trigger mit NAND-Eingéngen
(Bild 1).

Die Schaltung gewdhrleistet bei geringem schaltungstechnischen Aufwand ein far die allgemeine An-
wendung ausreichend schnelles Schalten des Leistungs~MOSFETs und jleichzeitig seinen Schutz vor
strommé@Biger Oberlastung im Fehlerfall. Mit der Schaltung wird die Betriebssicherheit von Leistungs=-
MOSFETe im Schalterbetrieb, insbesondere bei hohen zu schaltenden Spannungen vergroBert.

79 L 16
15

10
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Bild 1: Schaltungsanordnung zur Ansteuerung und zum Schutz von Leistungs-MOSFETs

1 - Leistungs-MOSFET, 2 = Lastwiderstand, 3 - Spannungsquelle, 4 ... 9 - Stufen des CMOS~-Treiber=-
echaltkreieses, 10 und 11 - NAND-Gatter, 12 - Spannungsteiler, 13 und 15 - Widerstande, 14 - Diode,
16 - Schmitt-Trigger, 17 - Kondensator, 18 - Regelwiderstand, 19 = Schmitt-Trigger

Die Ansteuerungsfunktion fGr den Leistungs=-MOSFET wird durch einen CMOS~-Treiberschaltkreis reali-
eiert. Der Treiberschaltkreis enthalt invertierends Treiberstufen mit Tristate-Ausgngen. Die An=-
steuerschaltung wird durch einen Schmitt-Trigger-Schaltkreis mit NAND-Eingéngen erweitert, der
eine Logikfunktion zum Schutz des Leistunge~MOSFETe @bernimmt. Seine besondere Funktion liegt in
der Oberwachung des Spannungsabfalls @ber des im Anlaufbereich weitgehend linearen Einschaltwider-

stand RDS(on) des Leistungs-MOSFETs als MaB far den flieBenden Strom.

AI 8(1987) H. 2
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Beim Erreichen eines extern einstellbaren Schwellwertes der Drain-Source-Spannung wird der
Leistunge-MOSFET abgeschaltet.

Bei abgeschaltetem Leistungs~MOSFET ist die Schutzlogik Ober eine Diode entkoppelt. Nach dem Ein=-
schalten wird die Schutzschaltung erst nach einer Verzdgerungszeit aktiviert, die durch eine
Reihenechaitung eines Widerstandes, des Schmitt-Triggers, eines Regelwiderstandes mit einer Kapa=
zitét (die an Masse liegt), sowie einen weiteren Schmitt-Trigger erzeugt wird. Im Fehlerfall liegt
an einem der beiden Eingénge des NAND-Gatters des Schmitt-Trigger-Schaltkreises eine Spannung an,
die groBer ist als die obere Triggerschwelle.

Eine weitere Schaltung /2/ fur die Ansteuerung und den Schutz von Leistungs-MOSFETs sieht den Ein-
satz eines Timer-Schaltkreises (z. B. des B 555 D) vor, der ale EingangsgrdBe fir die Oberwachung
im wesentlichen die am Leistungs~MOSFET abfallende Spannung ausnutzt. Last- und Oberwachungskrois
sind durch eine Diode entkoppelt. Im Ansteuerkreis der Schaltung befinden sich vier Negatoren,

z, B. der CMOS-Schaltkreis Vv 4011 D.

Literatur

/1/ WP 234971 DD Schaltungsanordnung zur Ansteuerung und zum Schutz von Leistungs=MOS=
Feldeffekttransistoren

Anmelder: VEB Mikroelektronik “"Karl Liebknecht” Stahnsdorf

/2/ WP 234972 DD Ansteuerungs- und Schutzschaltung

Anmelder: VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf
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Wir mdchten unsere Leser auf folg
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ende Stenderds aufmerkseam machen :

TGL Titel Verbindlich~- Ersatz fir TGL/Ausgabe
kelt
38 015 Halbleiterbauelemente; Diskrete 1. 4.87 38 015
5.86 Halbleiterbauelemente und inte- 4.80
grierte Halbleiterschaltkreise;
Bildung der Typbezeichnung und
Gestaltung der Typkennzeichnung
43 354/12 -; Bipolare Trensistoren; Ver- 1. 4.87 200-8317/26
(ST RGW 4757-84) fahren zur Messung von Schalt- 11.72
4.86 zeiten
43 354/13 -; -; Verfahren zur Messung von 1. 4.87 200-8317/25
(STGRGW 4758-84) Warmewidersténden 11.72
4.8
42 179 -3 Silicium-npn-Darlington— 1. 2.87
3.86 Leistungstransistor SU 111;
Technische Bedingungen
29 268 Integrierte Halbleiterschalt- 1. 3.87 29 268
(ST RGW 1817=79) kreise; Termini, Definitionen 3.82
7.86 und Kurzzeichen elektrischer
Kenngrifen
38 979 -3 Operationsverstﬁrker-Schalt- 1. 2.87
3.86 kreise B 176 D und B 177 D;
Technische Bedingungen
42 232 -3 Statische Schreib-Lese= 1. 4.87
10.85 Speicher U 214 D45,
U 214 D30 und U 214 D20;
Technische Bedingungen
43 380 Piezoelektrische Bauelemente; 1. 1.87
3.86 Mikroprozessor-Schwingquarze
Reihe MQ 3000 bis 17000 kHz
Technische Bedingungen
33 576 -; Biegungsschwinger Q 01 bis 1. 1.87 33 576
3.86 Q 06, 1 bis 40 kHz; 11.79
Technische Bedingungen
33 577/01 -; Léngsschwinger Q 12 bis 1. 1.87 33 577/01
3.86 Q 16, 40 bis 150 kHz; 12.79
Technische Bedingungen
33 5718 -; Liéngsschwinger Q 21, 80 bis 1. 1.87 33 578
3.86 150 kHz; 12.79
Technische Bedingungen
33 579 -3 Fléchenscherschwinger Q 31, 1. 1.87 33 579
3.86 200 bis 600 kHz; 12.79
Technische Bedingungen
33 591 -; Fldchenscherschwinger Q 32, 1. 1.87 33 591
3.86 300 bis 600 kHz; 12.79
Technische Bedingungen
33 581 -; Dickenscherschwinger Q 41 1. 2.87 33 581
3.86 und Q 42,800 bis 6500 kHz; ° 3.82

AI 8(1987) H. 2
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Fortsetzung
TGL Titel Verbindlich- Ersatz flir TGL/Ausgabe
keit
33 582 -; Dickenscherschwinger Q 43, 1. 2.87 33 582
3.86 > 6500 bis 20000 kHz; 9.79
Technische Bedingungen
33 583 -; Dickenscherschwinger Q 44 1. 2.87 33 583
3.86 bis Q 46, 20 bis 125 MHz; 9.79
Technische Bedingungen
14 281/03 Thermistoren; HeiBleiter; HeiB- 1e 1.87 14 281/03
3.86 leiter fiir Kompensationszwecke 11.76
mit DrahtanschluB, Technische
Bedingungen
16 008/02 Einheitliches System der Kon- 1. 1.87 16 008/02
2.86 struktionsdokumentation; 10.69
Schaltzeichen fiir Widersténde;
Darstellung der Nennverlust-
leistung
43 847 Festwiderstidnde und Festkonden- 1. 2.87
(ST RGW 1076-78) satoren; Reihen der Widerstands-
4.86 und Kapazitdtsnennwerte
38 929 Feste und mechanisch verénder- 1. 3.87
1. And. bare Widerstédnde: Feste Schicht-
4.82 widerstédnde mit definiertem
Frequenzverhalten Baureihen 17
und 27;
Technische Bedingungen
9100 -; verdnderbare Schichtwider- 1. 3.87 9100
11.85 gtﬁnde der Baureihe 635, 675 und 12.78
853
Technische Bedingung
Ne, roBe 6754168.2 68 .12 .2
. 6.1
14765 Tir Weu- und Welter-
entwicklung von Geraten nicht zu-
gelassen
11 886 -; Verdnderbare Schichtwider- 1. 3.87 11 886
9.85 stédnde Baureihe 585 und 595; 3.82
Technische Bedingungen
NenngroBe 585.2219 und 221
nur fur Ersatzbedar:
geggﬁgdge E§5°;§15-2 und 52%.181;.2
r Neuen cklung von Geraten cht
zugelassen
11 902 ~; Verdnderbare Schichtwiderstdnde 1. 3.87 11 902
9.85 Baureihe 655 und 705; 12.81
Technische Bedingungen
Ne rofe 705.1213.2 fiir Neu- und
eiterentwic von Geraten nicht
zugelassen
43 199 Festkondensatoren; Metalli- 1. 3. 87 10 793/01
6.86 sierte Polyester-Kondensatoren MK7, 9.7
zylindrisch, geschiitzt; 31 680/01
Technische Bedingungen 12.77
7198 =3 Aluminium-Elektrolyt-Kondensa- 1. 3.87 7198
3.86 toren, zylindrisch, axisle An- 12.75

schluBdrdhte, Niedervolt,
Typ IIA; Technische Bedingungen
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Fortsetzung
TGL Titel Verbindlich- Ersatz fiir TGL/Ausgebe
keit
200-8519 -: Tantal-Festkirper-Kondensa— 1. 3.87 200-8519
2.86 toren zylindrisch, hermetisch 4.77
dicht; Technische Bedingungen
200-8511 Kontaktbauelemente; Steckver- 1. 2.87 200-8511
3.86 binder 13/60; 12.67
Technische Bedingungen
10 010 ~; Drehschalter 4 A bis 11 Kon- 1. 11.86 10 010
12.85 takte; Technische Bedingungen 9.61
10 011 -; Drehschalter 6 A bis 7 Kontakte; 1. 11.86 10 011
12.85 Technische Bedingungen 9.61
10 012 —-; Drehschalter 10 A bis 7 Kontakte; 1. 11486 10 012
12.85 Technische Bedingungen o
10 013 —; Drehschalter 4 A bis 36 Kontak- 1. 11.86 10 013
12.85 te; Technische Bedingungen 9.61
10 014 —; Drehschalter 6 A bis 24 Kontak- 1. 11. 86 10 014
12.85 te; Technische Bedingungen .6
10 015 ~-; Drehschalter 10 A bis 24 Kontakte; 1. 11.86 10 015
12.85 Technische Bedingungen 9.61
10 016 -; Drehschalter 4 A bis 57 Kontakte; 1. 11.86 10 016
12.85 Technische Bedingungen 9.61
10 017 -; Drehschalter 6 A bis 37 Kontakte; 1. 11.86 10 017
12.85 Technische Bedingungen 9.61
10 018 ~; Drehschalter 10 A bis 37 Kontek=- 1. 11.86 10 018
12.85 te; Technische Bedingungen 9.61
4559 Elektroinstallationserzeugnisse; 1. 2.87 4559
2.86 Zweipolige Gerdtesteckdosen; Mit 12.75
Schutzkontakt 10 A 250 V.,
Zuriickziehungen von Standards ohne Ersatz
IGL Auggabe Titel nicht mehr anzuwenden ab
25 916 11.72 Halbleiterbauelemente; Siliziumwnpn- 1. 5.86
Hochfrequenztransistor SF 150
29 959 12.76 =; Thyristor ST 108 1. 5.86
32 677 T.TT =; Thermoelektrische Kiihlbatterien; 1. 5.86
Technische Forderungen, Priifung,
Kennzeichnung, Verpackung, Transport,
Lagerung
31 457 9.77 Integrierte Halbleiterschaltkreise; 1. 5.86
Monolithischer bipolarer RGB-Matrix-
Schaltkreis A 230 D; Technische Bedin-
gungen
31 458 9.77 -; Monolithischer bipolarer Secam-Deko- 1. 5.86
der-Schaltkreis A 295 D;
Technische Bedingungen
32 534 10.78 —~; Schwellwert-Schaltkreis A 902 D; 1. 3.86
Technische Bedingungen
32 535 10.78 -; Kamera-Schalt-Kreis A 910 C und 1. 3.86
A 910 D; Technische Bedingungen
10 583 1.62 Elektronenrchren; Subminiaturrdhren; 1. 5.86

BG 086/61/86

Technische Bedingungen
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